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Flächentransistoren 

OC 812 
p-n-p-Flächentransistor 

Verwendungszweck: 

Der Transistor OC 812 ist ein p-n-p-Flächentransistor für NF-Anfangs- 
stufen mit geringem Eigenrauschen. 

Unverbindliche Kenndaten: 

a) Statisch (7, = 25 °C) 

Kollektor-Reststrom 

5Vi Iz = 0: ı < 20 A 
53 V; In = 0: —T < 350 uA 

bei — Ur} 
bei Uex 

1, Die Transistoren werden nach der Kurzschlußstromverstärkung h',, 
gruppiert und mit Farbpunkt gekennzeichnet ; 

20 040 30 zotz 10 .... 50 gelb:; 60 .... 75 blau 
30 .... 40 orange; 50 ,... 60 grün; 75 .... 100 violett. 

Bevorzugte Lieferung bestimmter Farbgruppen ist nicht möglich, 

Änderungen vorbehalten



b) Dynamische kenndaten: 

(f= I kH>7, , = 25 °C) Mittelwerte und Streubereiche 

Emitterschaltung 

Arbeitspunkt — Uc: =5V; -Ic =1mA 

Kurzschluß-Eingangswiderstand h'1; 1600 
(1000 ‚,, 3000) Q 

Leerlauf- Ausgangsleitwert h’z> 36 

(15 ... 100) %S 

Kurzschlußstromverstärkung‘) L 41 

(20 ... 100) 

Leerlauf-Spannungsrück wirkung h',2 8,4 
(5...30) 10— 

maximale Leistungsverstärkung G' max 36 

(30 ... 45) dB 

Grenzfrequenz f, > 300 kHz 

(gemessen in Basisschaltung bei — Ugn = 5 V, — I0 = 1 mA) 

1) &, Seite I 

Änderungen vorbehalten 



b) dynamische Kenndaten: 

(f= 1kHz, 7, = 25° C) Mittelwerte 

Emitterschaltung: (EBS) 

Arbeitspunkt: — Ucp = 1 V, I; = 0,2 mA 

Basisschaltung BBS 

Arbeitspunkt : U = 1V, —L = 0,2 mA 

EBS 

Kurzschluß-Eingangswiderstand Kr = 49 

Leerlauf-Ausgangsleitwert ba =20 

Kurzschluß-Stromverstärkung!) h';. = 32 

Leerlauf-Spannungsrück wirkung kı =' 20 

Rauschfaktor: F < 

(f= 1kHz: Rg = 5000; Af= 1kHz) 

1) s. Seite I 

Änderungen vorbehalten 

BBS 

hpy = 0,15 1Q 
hıs = 06 #5 

b = —097 

hz = 10 - 16— 

10 dB 



OC 812 

p-n-p-Flächentransistor 

In Vorbereitung 

Kennlinienfeld in _ Emitterschaltung 

- Ia =Parameter [mA] 

{ - = Parameter [uA] 


